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現在，広く用いられているシリコン半導体を基盤と
した情報処理デバイスは高集積化による性能向
上を続けているが，ムーアの法則に従えば2020
年には微細化の限界に達すると予想されてい
る。この現況を踏まえて，Åからnmスケールの分
子デバイスの実用化に対する新たな技術開発が
切望されている。

Si系を凌駕する高分子系電子材料の開発
環状分子により被覆したπ共役高分子鎖内に，折れ
曲がり部位を導入することにより，共役鎖を規則正し
く非局在化させることにより，高分子ポリマーとして最
高値となる分子内電荷移動度の達成に成功した。

ビルドアップ方式によるナノデバイスの作製
機能性分子および金属錯体と被覆型共役モノマーとの共重合反応による分子配線に成功し，機能性分
子としてフォトクロミック分子を導入した分子配線においては，光照射により導電性に変化が得られること
を明らかとし，ナノフォトスイッチングデバイスの作製に成功した。

ナノ空間内での分子配線技術の開発
被覆型π共役モノマー分子の両端に重合点及び金属との接合部位を導入し，電極間で重合・錯化反応
を行うことにより，電極の長さによらず高い再現性を有する分子配線法の開発に成功した。

本研究では物質の最小構成単位である原子や
分子を合成化学的手法により，意図した配列で
精密に組み上げ，有機物のみで構成された次世
代型ナノエレクトロニクス素子（超微小電子機
器）の新しい製造技術の開発を目指す。
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特許出願：特願2011-235505「導電性被覆共役ポリマー
及びその製造方法」（2011年5月26日）
受賞：HGCS Japan Award of Excellence 2013，ホス
ト-ゲスト・超分子化学研究会(2013年8月8日）
新聞：日経産業新聞朝刊「ジグザグ型の伝導性高分子材
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従来の高価な装置と原材料を必要とするトッ
プダウン型の微細加工技術と比較し，格段に
安価な合成化学的手法による分子エレクトロ
ニクスの実現により，ムーアの法則を覆し，産

業と社会を大きく変える革新的な超微細・超
低消費電力なナノスケールのエレクトロニク
ス素子の開発でグリーン・イノベーションに貢
献する。

被覆型直線およびジグザグ分子ワイヤの構造と電荷移動度

電極間での重合反応による
分子配線法の模式図

ビルドアップ型分子デバイスの
作製法の模式図


